Low power switching transistors

Transistors de commutation - Schalttransistoren
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BSVIS5 40 5 1000 |5000(200| 40-100 1 100 50 |30 10 1 500 25 {500 650 | 100 5 5 [P| 112Baté
40 5 100015000§200) 63-160 ] 100 50 130 {10 1 500] 25 |500 650 1100 5 5 |P} 112Ba-10
40 5 100050001200 100-250 1 100 50 |30 |10 1 500( 25 {500 650 | 100 5 5 |P| 112Ba-16
BSV16 60 5 10005000200 40-100 1 100 50 |30 {10 1 500| 25 {500 650 | 100 5 5P 112Ba-6
60 5 10005000{200| 63-160 1 100 50 |30 |10 1 500| 25 |500 650 |100 5 5 |P 112Ba-10
60 5 1000|5000{200{100~-250 {11 100 50 {30 |10 1 500( 25 {500 650 | 100 5 5 |P| 112Ba-16
BSV17 80 5 1000|5000{200| 40-100 1 100 50 30 |10 1 500( 25 {500 650 | 100 5 5 {P| 112Ba-6
80 5 1000|5000{200| 63-160 1 100 50 {30 |10 1 500( 25 {500 650 | 100 5 5 {Pl 112Ba-10
BSV21 12 12 5 200 360]200] 40-150 0,5| 30 400 6 5 0,2 {1,2 30 3 60 90 30 }1,5f1,5|P| 110a
BSV23 25 °20 3 200] 300 20 1 10 200 6 5 0,6 |0,9 10 1 10 3 | 1,5[N|NSI31
BSV24 20 °15 5 200| 300 1 10 200 6 5 0,9 10 1 10 3 }1,5[N|NS131
BSY25 30 °12 5 500| 300 40 1 10 400 4 5 0,24/(0,85 10 1 15 20 10 3 |1,5[N|NS131
BSV26 40 °15 5 500 300 40-120 1 10 500 4 5 0,24(0,85 10 1 12 18 10 3 |1,5[N|NS131
BSv27 40 °15 5 500 300 40-120 1 10 500 4 5 0,24(0,85 10 1 12 18 10 3 |1,5|N[NS131
BSV28 100 {°100 5 100| 300{125) 30 6 10 0,5 1 2 0,1 NINS131
BSV29 (120 |°120 5 100 300]1251 30 6 10 0,5 1 2] 0,1 N[{NS131
BSV33 12 12 4 200 300 40-150 6 30 400 6 5 0,5 [1,7 100§ 10 60 60 30 J1,5)1,5]P|NS131
BSV35 40 15" 5 400 40-170 1 10 500 4 5 0,2410,85 10 1 12 18 10 3 1 |N|NSI13
BSV35A| 25 20 5 500 20 1 10 300 6 5 0,6 |0,9 10 1 40 75 10 3 1 IN|NS113
BSV36 15 6" 4 50 30-150 0,4 20 600 3 5 0,25(0,9 10 1 20 15 10 3 1 |N|NS113
BSV37 12 12" 4 100 40-150 0,51 30 400 6 5 0,1570,98 10 1 60 90 30 |1,5[1,5]P|NS113
BSV52 20 12 5 50| 150i125| 40-120 1 10 400 4 5 0,25(0,85 i0 1 12 18 10 3 N{NS133a
BSV52R| 20 12 5 100| 200150 40-120 1 10 400 4 5 0,25/0,85 10 1 12 18 10 3 N|NS133b
BSV57B| Interbias voltage V“3 = 35V ; IEM = 1,5A ; Ptot = 300mW at- Tamb = 25°C (max) NS140c
BSV59 60 30 5 500) 360(200( 30-120 (10 150 250 1 1,6 500{ 50 40 40 {150 |15 |15 |N| 1i0a
BSV60 45 40 5 3000| 800|200} 50-150 2 2000 50 {75 |10 0,9 1,3 [2000{200 {500 {1000 [1000|50 |10 [N| 112Ba
BSV64 1100 60 5 2000| 5Wall75} 40 2 2000| 100'{80 |10 1,0 {1,8 |50001500 600 |1200 [5000]500|500|N| 112Ba
BSV65FA 20 15 5 150| 1501150 40-300 |0,35| 10 280 5 5 0,3 |0,9 10 20 40 10 3 |1,5/N|NS133
BSV65FB 20 15 5 150) 1507150} 75-300 [0,35| 10 280 5 5 0,3 10,9 10 20 40 10 3 |1,5/N|NS133
BSV68 {110 100 6 100} 2501150} 30 5 10 50 5 |10 0,25{0,9 25y 2,5 P| 110a
BSV69 45 40 6 1000} 800{200! 30 1 500 10 |10 0,75{1,7 11000{100 35 60 |500 |50 {50 |N| 112Ba
BSV77 40 40 800{200¢f 30 1 500 35 60 {500 |50 |50 {N| 112
BSV78 | See FET, page2l4
BSV79 | See FET, page214
BSV80 | See FET, page214
BSV81 | See FET, page214
BSV82 90 80 5 1000| 6Wb (175 30 0,5 (150 0,5 500 P| 112Ba
BSV84 |120 70 7 1000( 6Wbl175| 40 1 150 1 500 N{ 112Ba
BSV89 25 10 5 360(200| 40 1 10 600 4 5 0,2 0,85 10 1 12 18 10 3 |1,5|N 110a
BSVS0 30 13,51 5 360]200| 40 1 10 600 4 5 0,2 10,85 10 1 12 18 10 3 11,58 110a
BSV91 40 15 5 3601200 40 1 10 600 4 5 0,2510,85 10 1 12 18 10 3 |1,5|N 110a
BSVI92 40 15 5 3601200} 70 1 10 650 4 5 0,2 10,85 10 1 12 18 10 3 |1,5|N 110a
BSV95 80 50 6 10001 800}200| 40 1 100 400 |10 |10 0,5 {1,2 500 50 35 60 |500 |50 |50 |N| 112Ba
(') typical value (a) at Tcase = 50°C
(") minimum value (b) at Tcase = 25°C

(1) maximum value




